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について検討している O また p-GaAs を用いてガン発振しきい値以上の高電手下にわいて電子分布関
数を求め ， I工 L 谷間散乱についての考察から Dn= 1 XI09 eV /cm を得ている。














出し，電気的，光学的測定からその原因について検討している。 AlxGal-xAs (X=O.37) において
振動的な光伝導スペクトルを観測し，振動のエネルギ周期から正孔の有効質量を計算している。
GaAsI-XPX (X=O.36) を用いて電界印加フォトルミネセンスの測定を行い ， Aほ・ An が小さい
条件下での電子分布関数について検討している。
第 5 章 ホットエレクトロン注入によるエレクトロルミネセンス


















(2) P 型 GaAs を用いることによってガン効果の閥電界以上の高電界でのホット・エレクトロンの分
布関数を求め，フォノン・キンクが減少することを見出すとともに，理論計算との比較から変形ポ
テンシャル定数 (D n) を求めた。
(3) 実測のホット・エレクトロン分布関数は，フォノン散乱と不純物散乱のみを考えたモンテカルロ
??ワ臼qδ 
計算の結果とは低エネルギ測で不一致が見られるが，これは後者に電子一電子散乱の影響を取り入
れることによって改善されることを見出した。
以上に例示したように，本論文は皿-v族化合物半導体を用いる素子の物性を理解する上で基本的
に重要なホット・エレクトロン分布関数に関する理論的，実験的に重要な幾多の新知見を得ており，
半導体物性工学上寄与する所が大きし亙。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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